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nnnn يكسان و با ولتاژ آستانه در شكل زير تمامي ترانزيستورهاي نوع V tماگزيمم ولتاژ خروجي قابل وصول چقدر.  هستند

است؟

VV tDD
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CMOSCMOSCMOSCMOS حاشيه نويز چه مي شود؟ با دو برابر كردن پهناي همگي ترانزيستورها در گيت ايستاي ، 

.چهار برابر مي شود.تغيير نمي كند.نصف مي شود.دو برابر مي شود
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NAND/ANDAND/ORAND/NANDXOR/XNOR
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 ST2�� S� SU�- ��µµ
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5.2=��  . V� ��!� W��MOSFET [���0 n V p12;�� S ;�� ^� S� �!� �� SD��� S? 1��� 

>1;�� ��!T� ���_ �@�A �� ������� � /���` �-

pn WW 4.0=pn WW 4=pn WW =25.0pn WW =
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 �B (� ���� 1�20 W�4AOI ��� �4�a �� ',fF cΩ= kRon 101;��  . �B�nstrise 5.0= c��; W�4 
PHLτ�1A? �de�V 
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���,�ps�,���ns�,���ns�,��ps
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 �UV�f M��-)OUT (>!�? ��7

A.(B+C)+D)A+B)(C+D(A.B.C.DA+B+C+D
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 M��-)).(( FEDCBAf ++++=>!�? [��d/ 

OAII32AOI33OA33AO33
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETnnnn vV با  كانال يك  TH
vV به ازاي =8.0 GS

vV و =5 DS
5=MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET چيست؟ ناحيه كاري 

مرز بين اشباع و خطيتريودياشباعقطع
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 ����A/ S2�3B q�10INVVc
HNMc
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1.0,5.2,6.2 === LHINV NMNMV4.2,3.2,6.2 === LHINV NMNMV

2.6, 2.5, 2.4INV H LV NM NM= = =4.0,5,3 === LHINV NMNMV
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EDCBA +...).(. EDACB ++)).(.( EDCBA ++EDACB .. ++
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)(كدام گزينه ويژگي هاي هدايت انتقالي  mgCMOSCMOSCMOSCMOSBJTBJTBJTBJT  و ، امپدانس ورودي، توان مصرفي و جريان تحريك خروجي 

را به درستي مقايسه كرده است؟

توان مصرفي و 
mgCMOSBJT . بيشتر است كمتر ولي جريان تحريك خروجي آن از  و امپدانس ورودي 

توان مصرفي و 
mgCMOSBJT . بيشتر است كمتر ولي امپدانس ورودي از و جريان تحريك خروجي در 

CMOS كمتر ولي امپدانس ورودي و توان مصرفي و جريان تحريك خروجي در mg
BJT بيشتر است آن از .

توان مصرفي و 
mgCMOSBJT . بيشتر است كمتر ولي جريان تحريك خروجي و امپدانس ورودي آن از  در 
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nMOSnMOSnMOSnMOS نوع تخليه اي براي يك ترانزيستور vV TH
2200 و =−2

v
A

L

W
K n

µ=′ و 
v

02.0=λبه ازاي.  مي باشد

vV GS
vV و =0 DS

1=MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET ، در چه ناحيه اي است و جريان درين چقدر است؟ 

Aµ416اشباع و Aµ416تريودي و Aµ306اشباع و Aµ306تريودي و 
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 �AD2/ �BCMOS�� WV�=/ ��7 :

1�20 W�4:
22

2.0,1.0
V

mA
K

V

mA
K np =′=′

 ��� ��/7 S0 �_ ����PHLτ V PLHτ�� ���� !�3���- ��2�` c12;�� ����� <7�1�� ^��� �/ �� ��l�V��V �� V �l�1T� �� �V�!/ 

>��0 �12� <7�1�� 1��� S��l?

×× 2:,2: nMOSpMOS×× 2:,4: nMOSpMOS

×× 2:,1: nMOSpMOS×× 4:,2: nMOSpMOS
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مدار زير چه منطقي را پياده سازي مي كند؟

XOR هيچكدام1 به 2ديكدر 1  به 2مالتي پلكسر منطق
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 ��@V� �����!/ 1�20 W�4nMOS V pMOS1;�� ��7 ���p S� :

nMOS:ECDBA

pMOS:EDABC

>!�? c120 �/ �7�� <���` ��1/ :�� S0 �AD2/ M��-

EDCBA )...( +

)).(( EDCBA +++

EDCBA ).).(( ++

EDCBA )...( +:�2r�� V )).(( EDCBA +++
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 كاهش دهيم اين كار چه تأثيري روي 4فرض كنيد فناوري موجود به ما اجازه مي دهد تا ضخامت اكسيد گيت را با ضريب 

I DS
 مي گذارد؟

I DS
I. كاهش مي يابد2 با ضريب  DS

. افزايش مي يابد2 با ضريب 

I DS
Iضخامت اكسيد گيت و . افزايش مي يابد4 با ضريب  DS

. از يكديگر مستقلند
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CMOSCMOSCMOSCMOS در يك وارونگر vVdd 3= ، mWp µ4.6= و mWn µ6.1=كدام جواب به طور تقريبي درست.  مي باشد

. ولتاژ آستانه ورودي وارونگر استINVVاست؟ 

vVINV 5.1〈vVINV 5.1=vVINV 5.1〉vVINV 8.0=

18

'���

-

....

8   از 5  صفحه  93-1392  نيمسال اول   ',',/',','P*QR 

WWW.PLC20.IR



��� ����)
 :(�� ����� ���� ������ ����� ����

كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سوالات  تشريحيتشريحي

 ���� !�� ����"VLSI

'(� )*+, *+, :::

:

:

: :

�-��./�0 ��12�/ )��34� 5�'''*),*(

>!�? ��7 �UV�f M��-

CACBCBAOut .... ++=CBCABAOut ... ++=

CBAOut ⊕⊕=CACBACBAOut ..... ++=
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كدام درست است؟

.ترانزيستور با پهناي بيشتر قابليت جريان دهي كمتري دارد

.ترانزيستور پهن تر در گيت خويش ظرفيت خازن كمتري دارد

.ترانزيستور پهن تر، مقاومت بيشتري را در مدل ترانزيستوري از خويش نشان مي دهد

.منظور از ترانزيستور ضعيف يعني آن كه مي نيمم اندازه ممكن براي آن در نظر گرفته شده است
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CMOSCMOSCMOSCMOS بدين منظور، سطوح فلزي گيت و زير لايه به عنوان صفحات خازن.  استفاده مي شودبراي ساخت خازن از فناوري

nmاگر ضخامت اكسيد بين . به كار مي روند
nm تا 20

 باشد و صفحات خازن مربعي باشند و بخواهيم ظرفيت خازن100

pfpfpfpf باشد، ماكزيمم ابعاد آن ها چقدر خواهد بود؟1مزبور 
cm

F
ox

13
105.3

−×=ε

nm9.16nm4.53nm89.23nm85.2
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 ����� !�3���- �� �4�n/ ���- c� o� V <�-�0 [�n-� ����U 7� �;�` ^o? W�4 ��pMOScnMOS���� sT�� (� �� 

>!�? ��7 sT; ��1/

WPWP nMOSpMOS µµ 360,648 ==WPWP nMOSpMOS µµ 545,2.5 ==

WPP nMOSpMOS µ648==WPP nMOSpMOS µ324==
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).().( EDCBAZ ++=EDCBAZ ....=

).()( EDCBAZ ++=EDCBAZ .)..( +=
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كدام درست است؟

NFETNFETNFETNFETNANDNANDNANDNAND . را پياده سازي مي كنند هاي متصل شده به شكل سري تابع . الف

PFETPFETPFETPFETNORNORNORNOR . را پياده سازي مي كنند هاي متصل شده به شكل سري تابع. ب

PFETPFETPFETPFETNANDNANDNANDNAND . را پياده سازي مي كنند هاي متصل شده به شكل موازي تابع . ج

گزينه الف و ب و جگزينه جگزينه بگزينه الف 
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 7� � �0 �01�� ��7 �l�V��V �UV�f ^���1� �B�
2

V DD c�� V in>��� 1���f �1A? 

VVV
V

A
V

A
pTHnTHpnpn KK 7.0,,40,100 ,,22 ===== λλ

µµ

',uQv),*v',+*v,,Rv
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 M��- �1 ��))()(( ihGfedcbaF ++++++= ���p S� �� CMOS����" (�-��; q�4 S� ����T- 
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 �l�V��V (�CMOS��� �7�f �� �� pFCloud 1=1���l� �|� �� . ��n5o/IV ������ �� !�3���- nMOSS� 

�� ��7 ���p:

mAIIVVVV
DnsatDnDSnGSn

54,5 ==⇒≥=

 1�20 W�4
in

V 7� S0 �� S�` x@�` (� , S� *V120 �/ L����  .�UV�f S0 �_ ���� �� q7z ��f�- ��/7

 S�@V� ��1A/ 7� �l�V��V*V S� ),*V1�20 S���y/ c120 �1�` 4� .

3-',u,<��� 

1�!��2� �� C��� �V� ��T���� ��V�24 ����3/. 4-',u,<��� 

>1��� }�~�- V <��� q�� �� �� !�3���- � �7���` ��� �7�f 5-',u,<��� 
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